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본 연구에서는 HEM 방식의 다결정 결정성장 공정을 컴퓨터 시뮬레이션을 통하여 대표적 불

순물 중 하나인 탄소 불순물을 실리콘 용융액 내에 동일한 농도 가지고 다른 외부에 의한 오

염은 존재하지 않는다고 가정하고 히터의 위치 및 히트쉴드에 따른 시뮬레이션을 진행하였

다. 시뮬레이션을 통하여 각 히터의 유형 및 히트쉴드에 의한 결성성장 공정의 결정 성장과

정 에서의 실리콘 용융액의 대류패턴과 결정화 된 실리콘 잉곳의 온도구배의 비교를 통하여 

잉곳 내의 탄소 불순물 함유량 및 결정의 품질에 대하여 예측하였다.
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